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１．概要（Summary） 

 EB 露光の露光メカニズムは EUV 露光と類似して

おり、EUVレジスト評価の有効な代替ツールである。

本課題では、EUV レジストの、解像性能向上を目的

に、125kV 電子ビーム描画装置を用いて微細パター

ンでの EUVレジストの露光実験を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 125kV電子ビーム描画装置 

 

【実験方法】 

株式会社 EUVL基盤開発センター（EIDEC）に於い

て、化学増幅型 EUV レジストを塗設した基板を作成した。

ついで、独立行政法人物質・材料研究機構（NIMS）の

125kV 電子ビーム描画装置を用いて、線幅 12.5nm、

13.75nm、15nm、16.25nm、17.5nm、20nmの 6種

のラインアンドスペースパターン（LS）を露光し、露光後に

PEB（Post Exposure Bake）処理を行った。その後、

EIDEC の現像装置を用いて現像処理を行い、形成され

たパターンを EIDEC の走査型電子顕微鏡（SEM）で

観察した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

 露光バイアス違いで露光し、解像性能を検証した結

果を Fig.1に示す。露光バイアスが大きくなるにつれ

て解像性能が向上し、露光バイアス 10nmにおいては、

15nmLSがほぼ完全に解像、12.5nmLSも分離解像す

る結果が得られた。 

 露光バイアスが大きくなると光学コントラストが

良化するため、Fig.1 の結果は、露光時の光学コント

ラストが十分に高ければ、化学増幅型レジストでも

EUV リソグラフィーに必要な解像性能を達成可能な

ことを示唆している。また、EB露光により EUVリソ

グラフィーに求められる超微細パターンの解像性能

評価が可能なことも示している。 
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Fig.1. Patterning behavior by changing exposure 

bias 
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